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‘ototransistor 
3P215 

Si-npn-Planarfototransistor hoher Fotoemp- 

findlichkeit in 5 mm - Allplast - Linsen- 
verkappung. 

Die Basis ist offen, die Steuerung erfolgt 

durch den Lichteinfall. Die spektrale Emp- 

findlichkeit des SP 215 ist dem Einsatz in 

Verbindung mit GaAs-IRED angepaßt. 

clcektronik 

ir -E flé. 

Diese Type wurde vorwiegend für Standardan- 

wendungen in IR-Lichtschranken, als hoch- 

empfindlicher Empfänger in der Konsumgüter- 

elektronik, Spielwarenindustrie und Indu- 

strieelektronik konzipiert. 
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Masse: 0,33 8 
Standard: TGL 42231 
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29 mittlere Empfangscharakteristik 
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Änderungen vorbehalten! typischer normierter Fotostrom 
Redaktionsachluß Juni 1986 in Abhängigkeit von &, 
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